
コマ型フタロシアニンの集合状態に依存した電子状態変化 

The evolution of electronic structure of SnCl2Pc depending on the aggregation state 
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有機半導体の性能を考える上で、分子間相互作用の電荷移動機構へ与える影響は無視できない。

二塩化錫フタロシアニン(SnCl2Pc)は、Pc 環から Cl 原子が張り出したコマ型の構造を持つ。その

特徴的な構造を持つことで現れる単分子層膜での特異な集合状態と電子状態の相関について、

我々は研究を行っている。前回、Cl原子の立体障害が SnCl2Pcと SnPc

単層膜の凝集状態に与える影響について報告した[1]。今回は加熱によ

る SnCl2Pc単層膜の構造と電子状態変化を低速電子線回折(LEED)、紫

外光電子分光法(UPS)、X 線光電子分光法(XPS)、準安定励起原子電子

分光法(MAES)を用いて考察した。実験には、加熱清浄化した SiC上グ

ラフェン基板、SiC 上グラファイト基板および高配向性熱分解グラフ

ァイト(HOPG)上に、SnCl2Pc単層膜を真空蒸着して作製した。 

加熱による UPS の変化を Fig.1 に示す。70°C 加熱では、

分子の HOMO由来ピーク(Eb = 1.8 eV)の強度が減少し、そ

れに伴って Eb = 1.2-1.7 eVに新たな構造 X、X’が観測され

た。XPS 測定による Sn4d 軌道由来ピークより、Cl 脱離に

よる SnPc形成は確認できなかった。そのため新たな構造は

イオン化ポテンシャルの低い吸着状態の分子 HOMO に起

因するものと考えられる。またMAESの結果は加熱により、

Cl 原子への電荷分布を多く持つ分子軌道由来のピーク強度

が増加することがわかった。さらに LEED によると、加熱

により単位格子の面積が 2 倍以上に増加することがわかっ

た(Fig.2,Table.1)。以上より (1) 加熱によって、フタロシアニン環が基板に対してより平行配向に

近づき、分子間の距離が広がる・(2) それによって電子求引性の Cl原子がより真空側へ張り出す、

という集合状態変化が推定される(Fig.2)。分子の配向に関する情報は光電子放出強度の角度依存

性にも表れる。講演では、2次元角度分解 UPSの結果を踏まえて種々の分子配向と電子状態変化

を考察する。[1] 沼田千尭 他，第 64回応用物理学会春季学術講演会要旨(2017). 
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